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vorläufige technische Daten 

Si-npn-Leistungsschalttransistoren 

Anwendung: Schneller Leistungsschalter in induktiven Stromkreisen 

bei hoher Spannung 
z. B. Schaltregler 

Wechselrichter 

Steuerung von Wechsel- und Gleichstrommotoren 

Besondere Merkmale: Multiepitaxial-Mesa-Technik 

Glaspassivierung 
kurze Schaltzeiten 

Masse: £ 4 g 5 S02 
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Bezugspunkt 
] zur Messung 

der Gehäuse- ZA07 
l ‘\ temperatur 

U Kbnnzeichnung Bild 1: Gehäuse 
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Grenzwerte (gültig für Bereich der Sperrschichttemperatur, wenn nichts anderes angegeben) 

Kurzzeichen _ min. max. Einheit| Bemer] 

Kollektor-Emitter- Ü 160 (SU 386) v Uggg =-2V 
Spannung 250 (SU 387) v 

300 (SU 388) r 
< 

VcER UEr Rag 5 102 
U 125 (SU 386) v I3 =0A 
a 200 (SU 387) v 3 

250 (SU 388) V 

Emitter-Basis- U, 7 Y 
Spannung 50 

Kollektorstrom Töhst 5 (SU 386) A Empfohlener Wert 
8 (SU .387) A £ür Normalbetrieb 
10 (SU 388) A (Nennstrom) 

1a 15 (SU 386) A 
15 (SU 387) A 
20 (SU 388) A 

b 20 (SU 386) A 
oM 20 (SU 387) A 5 = 28 

25 (SU 388) 4 +| 0=01 

Basisstrom 1 ‘6 (SU 386) A 
4 (SU 387) A 
4 (SU 388} A 

T 9 (SU 386) A 
6 (SU 387) A tp=2ms 
6 (SU 388) A 2= 01 

< 9 Gesamtverlustleistung B 150 W f 25 °% 

Sperfschicht- P 175 %e 
temperatur J 

Gehäusetenmperatur f -25 175 %e 

Lagerungstemperatur Dr +5 +35 gc max. 3 Jahre 
in der Verpackung 8 -50 +50 C max. 1 Monat 

Zugkraft an den 10 N einmalig beim Biegen 
Anschlüssen Dauer 10 s 

Druckkraft an den 2 x einmalig beim Montieren 
Anschlüssen 

Anzahl der Biegungen nur abwinkeln ohne zu- 
rückzubiegen, 
Biegewinkel £ 90 
Biegeradius ® 1,5 mm 
Abstand vom Kunststoff- 
körper ®& 1,5 mm 

Bild 2:; Schaltzeichen



1/88 (12) 3 SU 386, SU 387, SU 388 

Kennwerte ( = 25 °% - 5K) 

Ein- 
Kurzzeichen min. max. heit Prüfbedingungen 

Kollektor-Emitter- U 125 V(SU 386): =0, Ig=0,14 
Durchbruchspannung (BR)CEO IB * ® ’ 

200 V(SU 387) | 6,< 1 ms 

250 V(SU 388) | Einzelimpuls 

Emitter-Basis- v T v I0 =0A, Ip = 10 mA 
Durchbruchspannung (BR)EBO c B 

Kollektor-Emitter- I 1 E Ucp=U Ba HT 
Reststrom ORY c8 * Vopvmax* UBE 

Kollektor-Emitter- U 15 V(SU 386) | Ip=0,5A 16=I 
Sättigungsspannung CEsat ’ . Sa c * Icsat 

1,6 V(SU 387) |Ip=0,8A t.<1ms 

1,5 V(SU 388) | Ip = 1,2A Binzelimpuls 

Basis-Emitter- VBESat ‚ 2,0 V(SU 386) | Ip = 0,5A 
Sättigungsspannung 20 V(SU 387) Ip =0,8A 

2,0 V(SU 388) | Ig = 1,2A 

Speicherzeit %. 2 yas(SU 386) | Ip, = 0,5 A Ohmsche 
2 Jas(SU 387) | Ip; = 0,8 A Last, 
2 yas (SU 388? Igı = 1,2A 1g = Togat, 

Abfallzeit 2 1 /u:(su 386) | 1p4 = 0,5A '132/131 =2 

0,8 Jas(SU 387) | Ip4 = 0,8 A,Ugg = 100 V 

0,7 yus(SU 388) | Ip, = 1,2 A 

Innerer Rayi 1,0 K/W - 
Wärmewiderstand Yie . 
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% Bild 3: Grenzwert der Gesamtverlustleistung 

o 50 100 in Abhängigkeit von der Gehäuse- 

19‘7-c temperatur



&_ Aönnan daravs Ka A inen ra e M ög- kn laraus keine Liefermög- 

lichkeiten abgeleitet werden. 
Änderungen im Sinne des techni- 
schen Fortschritts sind vorbehalten. 
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